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１．概要（Summary） 

電力消費の抑制に向け、高効率な高出力素子の新規

開発が急務である。AlNはGaNの 4倍近い絶縁破壊電

界強度を誇るため、AlNを含む高Al組成AlGaN素子は、

現在実用化されているGaN素子と比べて、更なる低損失

化が期待できる。しかし、高Al組成AlGaN素子は、オー

ミック接触が得られていない。高 Al 組成 AlGaN 素子の

普及には、接触抵抗の低減が必要不可欠である。 

今回、試験試料として、市販されている Al0.25Ga0.75N / 

GaN HEMT を用い、様々な電極構造および熱処理条

件における接触抵抗について調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 電子ビーム真空蒸着装置 

 多目的高速加熱ランプ炉(RTA) 

【実験方法】 

Ti(30 nm)/Al(60 nm)/Ni(30 nm)/Au(30 nm)電極、

Ti(30 nm)/Al(60 nm)/Mo(30 nm)/Au(30 nm)電極、Ti

（30 nm）/Ni(30 nm)/Au(30 nm)電極を Fig. 1の試料に

蒸着し、740℃から 880℃まで 20℃毎に加熱を行い接触

抵抗の変化を調べた。加熱の際、2.0×10-2 Pa まで真空

引きした後、窒素雰囲気下大気圧で加熱を行った。 

Fig. 1: Sample structure of AlGaN/GaN HEMT 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 接触抵抗率の加熱温度による変化を Fig. 2 に示す。

Ti/Al/Ni/Au電極ではオーミック接触を得ることができた。

これは、1 層目電極の Ti が窒素原子と結合し、電極

/AlGaN 界面の酸化膜・不純物層を除去するためである。

しかし、Ti/Ni/Au電極では、オーミック接触を得ることがで

きなかった。これは、電極/AlGaN 界面の接触抵抗には、

2 層目電極が大きく影響しており、Ni と比べて Al の仕事

関数が小さいためである。また、Ti/Al/Ni/Au 電極と

Ti/Al/Mo/Au 電極では、820℃から 880℃における抵抗

値に大きな変化は見られなかった。今回の実験条件では、

第 3層目電極をNiからMoに変えたことによる Alの Au

層への拡散を防ぐ効果に変化は見られなかった。 

 

Fig. 2: Relation between annealing temperature and 

contact resistivity: (a) Ti/Al/Ni/Au and (b) Ti/Al/Mo/Au. 
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